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П оказано, ч то  инжекщсяные диффузионные г о -  
ыолазерв при оптимальные условиях мохут давать 
H3J|y4eHHe с  весьм а высокой степеиы ) поляризации. 
Одясжанальнне лазеры являвтся источниками л и - 
нейно-поляризсш анного св е т а ; приложение Одноос­
н ого давления позволяет уцравлять полокением 
плоскости поляризации.

В ряде прикладных задач оказы вается важной такая характе­
ристика излучения инжекционных л азеров , как поляризация /1 , 2 / .  
Изучению подобной характеристики посвящены работы /3 , 4 / .

В настоящем сообщении цредставлены результаты подробного 
экспериментального исследования поляризации излучения инжек- 
ционных диффузионных гом олазеров в  лазеров со  специальной г е о - 
м етрю й резонатора (одноканальнне лазеры) / 5 / .  Исоледрвания 
проводияись с  лазерами, работающими в импульсном в непрерывном 
режимах генерации при температуре жидкого а зота . В качестве 
анализатора в работе использовался инфракрасный тонкопленочный 
поляроид.

Зависимости степени поляризации интехрального излучения 
этих двух типов лазеров от превышения тока инжекции над порого­
вым значением гфедставлены на р и с. I .  Для диффузионных гои ол а- 
зеров степень поляризации дости гает максимального значения 
( ~ 8 0 ^ )  вблизи порога генерации: J ~ ( i , 2  -  при даль­
нейшем увеличении тока инжекции она постепенно уменьшается 
(р и с . 1 а ). Такое поведение зависимости П = n(J )  является в е сь ­
ма типичным для диффузионных гомолазеров и объясняется многока­
нальным характером генерации. Разные кгшалы излучения имеют 
разные пороги и дают излучение с  различной о р н ^ а ц и е й . И ссле-



довЕшвв внтенвивностей д в ^  ортогонально поляризованных компо­
нент показало, что кривая на р и с. 1а соответствует  случаю, к о г ­
да кривые зависимости интенсивностей ТВ и ТМ волн от величины 
тока  инжекции монотонно возрастаю т и нигде не пересекаю тся.

Р и с .  I .  SasHCBMOcTjb поляризационных характеристик излучения от 
тока инжекции для д и ^ зи он н ы х  гом олвзеров ( ( а ) ,  кривая I ,  и ( б ) )  

и одноканальных лазеров (а ) кривая 2 )

Щ>и зтсж  ш р оги  ТБ и ТМ волн в общем случае не совпадаю т.
Для некоторых диффузионных гом олазеров зависим ость степени 

поляризации от тока инжекции была несколько ивой (р и с . 1 6 ).
Как видно из рисунка, ксаш онента, поляр1зованная перпендикуляр­
но р -п  п ереходу, имеет больший порог генерации и больную кру­
тизну характеристики При этом  кривые I,,

пересекаю тся, причем точке их пересечения соотв ет ­
ствует нуль степени поляризации. Тогда на кривой зависимости



П = n (J /J ^ jj) наблюдается характерный провал, токовая ширина 
которого для различных лазеров колеблется в пределах (0 ,1  -  
0 ,4 )

Исследования показали, что степень поляризации излзгчения 
довольно неравномерно распределена по р -п  переходу даже для 
тех  лазеров, которые имеют одинаковое направление вектора £ 
относительно плоскости р -п  перехода во всех  каналах генерации. 
При уменьшении ширины излучающей области ( с  немощью щелевой 
диа^рапш) степень поляризации достигает больших значений и 
держится на этом урювве в более широком интервале токов инжек­
ции. При ширине излучающей области около Ж) мкм, что соответст­
вовало одному каналу генерации, при J = ^ ^ ^
уменьшается до 90$ при увеличении у до Таким образом,
переход от  многоканального излучения к одному каналу генерации 
позволяет улучшить поляризационные характеристики. Однако выре­
зая щелью узкую светящуюся область (ч то  само по себе довольно 
грсяюздко и непрактично), мы не можем избавиться от  влияния со  
стороны других каналов. Поэтому представляет интерес изучение 
поляризации излучения такого инжекционного лазера, который име­
ет собственную малую ширину излучающей области. В качестве таг* 
кого  источника в настоящей работе использовался лазер особой 
геометрии, обеспечиващ ей эффективное охраничение по свету  и 
току -  одноканальный лазер.

На р и с. 1а (кривая 2) представлена зависимость степени 
поляризации излучения от превышения тока инжекции над поро­

говым значением для одноканального лазера с  ппфиной канала 
около 6 мсм. Видно, что ухе при 10-15$ превышении порога ге ­
нерации степень поляризации достигает практически 100$ и на­
чинает постепенно уменьшаться лишь при J а 
тор  Е световой волны расположен в плоскости р -п  перехода. По- 
видимому, в одноканальнык лазерах сильный волновод обеспечива­
ет такое большое различие в конфигурациях и порогах генерации 
ох>тогенально поляризованных типов колебаний, что в широком 
диапазоне токов инжекции возбуждается лишь мода, поляризован­
ная параллельно плоскости р -п  перехода.

В работе исследовалось также влияние давления на поляриза­
цию излучения инхекционных лазеров. Одноосное давление прикла-
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mrr лазеров. На ри с. За представленн зависимости степени полвн 
ризации и угла <р, а  также порогового тока от  величины 
одноосного давления, приложенного к  кристаллу, для лаевра с 
шириной канала d 1,3 мкм. Видно, что во  леей обяаети цриио- 
женшос давданий излучение остается  линейно-полщ )М <»аии<, но 
положение вектора I  меняется на 9 0 ° . Этому поворо^г ш юскости

Р и с .  3 . а) Зависимость порогового тока и угла ср от ве­
личины одноосного давления р ; б ) зависимость интервала давлений 
д р , в котором происходит поворот вектора S  волны на 9 0 ° , от 

ширины излучаодей области одноканальвого лазера

пол>физации на 9 0 ° соответствует  перегиб кривой зависимости 
порогового тока от  давления. Интервал давлений ар , в котором 
происходит поворот вектора S , зависит от  ширины излучающей об­
ласти лазера (р и с . 3 6 ) .  При мкм такой поворот происхо­
дит либо скачком, либо в малом интервале давлений. Это хорошо 
согл асуется  с  поведением поляризации изд^ен ия гетероструктурных 
лазеров при приложении одноосного давления / 6 / .  Однако при d <  5 мкм 
наблюдается существенное отличие: вектор 1  поворачивается 
очень медленно, в гораздо более широком диапазоне давлений. Без 
дополнительных исследований трудно ск азать , может ли данная осо ­
бенность быть понята в рамках модели, рассматривающей влияние 
одноосного давления на зонную структуру GaAs / 6 / .

Поступила в редакцию 
5 июля 1979 г .
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